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요 약

본 연구에서는 초임계 이산화탄소/n-butyl acetate (scCO2/n-BA) 공용매를 사용하여 네거티브형 포토레지스트(PR)를 제거하

는 실험을 진행하였다. scCO2와 n-BA의 용해도 평가를 통해 n-BA가 scCO2와 균일하게 섞이는 조건을 실험적으로 측정하

였다. 다양한 실험 변수를 조정하여 포토레지스트 제거 실험을 진행하였고, 미노광 포토레지스트 제거에 대한 최적의 조건

을 확립하였다. 또한, 노광된 PR과 미노광 PR의 제거율을 비교하여 scCO2/n-BA 공용매의 선택적 제거 성능을 확인하였다. 
노광된 PR은 scCO2/n-BA 공용매 환경에서 매우 안정적으로 존재함을 관찰하였고, 미노광 PR은 160 bar, 40 ℃, 75 wt% 
n-BA 이상의 농도에서 완전히 제거됨을 확인하였다. scCO2/n-BA 공용매 시스템은 노광 PR과 미노광 PR 사이의 높은 선택

성을 제공할 수 있으며, 네거티브 PR의 리소그래피 공정에서 높은 신뢰성을 부여할 것으로 기대된다.

주제어 : 초임계 이산화탄소, 네거티브 포토레지스트, n-부틸 아세테이트, 공용매

Abstract : In this study, the supercritical carbon dioxide (scCO2)/ n-butyl acetate (n-BA) co-solvent system was employed to 
remove an unexposed negative photoresist (PR) from the surface of a silicon wafer. In addition, the selectivity of the scCO2/n-BA 
co-solvent system was confirmed for the unexposed and exposed negative PR. Optimum conditions for removal of the unexposed 
PR were obtained from various conditions such as pressure, temperature and n-BA ratio. The n-BA was highly soluble in scCO2

without cloud point and phase separation in mostly experimental conditions. However, the scCO2/n-BA co-solvent was phase 
separated at 100 bar, above 80 ℃. The unexposed and exposed PR was swelled in scCO2 solvent at all experimental conditions. 
The complete removal of unexposed PR was achieved from the reaction condition of 160 bar, 10 min, 40 ℃ and 75 wt% n-BA in 
scCO2, as measured by ellipsometry. The exposed photoresist showed high stability in the scCO2/n-BA co-solvent system, which 
indicated that the scCO2/n-BA co-solvent system has high selectivity for the PR removal in photo lithograph process. The 
scCO2/n-BA co-solvent system not only prevent swelling of exposed PR, but also provide efficient and powful performance to 
removal unexposed PR. 

Keywords : Supercritical carbon dioxide, Co-solvent, Negative photoresist, n-butyl acetate

* To whom correspondence should be addressed.
E-mail: ktlim@pknu.ac.kr; Tel: +82-51-629-6409; Fax: +82-51-629-6408

doi: 10.7464/ksct.2017.23.4.357 pISSN 1598-9712 eISSN 2288-0690
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licences/ 
by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

1. 서 론

이산화탄소는 무독성, 불연성이면서 친환경적인 차세대 대

체 용매로 간주된다. 또한, 여러 화학공정의 부산물로 비교적 

풍부하게 얻을 수 있는 물질로서, 저렴할 뿐만 아니라 재활용

이 가능하다는 장점들을 가진다. 이산화탄소는 상온에 
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가까운 임계 온도(31.1 ℃)와 상대적으로 낮은 임계압력(73.8 
bar)에서 초임계 상태에 도달할 수 있다[1]. 초임계 이산화탄

소(supercritical carbon dioxide, scCO2)는 낮은 유전 상수와 높

은 압축성으로 인하여 압력 변화에 따라 용해도 계수를 변화

시키기 용이하므로 감압에 의하여 용질을 쉽게 분리할 수 있

다. 최근 환경오염의 심각성과 함께 청정 용매에 대한 연구가 

세계적으로 이슈가 되면서, 초임계 이산화탄소가 유망한 대

체 용매로써 많은 흥미를 끌고 있다. 그러나, 초임계 이산화

탄소의 비극성 및 낮은 유전상수로 인하여 물을 포함한 대부

분의 극성 종 및 일반적인 고분자물질에 대해서는 매우 낮은 

용해력을 가지기 때문에 그 응용분야에 한계성을 지닌다. 앞
선 문제점들을 극복하기 위해 불소계 계면활성제, 공용매의 

사용, 초임계 이산화탄소에 녹는 고분자의 합성 등의 연구들

이 진행되어 왔다. 
그 동안 초임계 이산화탄소는 추출 분야[2] 뿐만 아니라, 

비 용매 코팅[3], 생체 분자의 반응 및 분리, 화학 반응 및 중

합 반응[4-6], 고 표면적 재료 및 극립자의 제조[7-10] 섬유, 
금속, 반도체 세정[11] 및 폐수 처리와 같은 오염물 분리 등에

도 활발하게 연구되어 왔다[12]. 특히, 초임계 이산화탄소는 

높은 밀도, 점도, 높은 침투력, 낮은 표면장력 등의 장점으로 

미세전자 소자의 건조, 현상, 침적, 제거 등의 리소그래피 공

정에 높은 적합성을 가지고 있다[13-15]. 한편 반도체 소자의 

디자인 룰이 점점 작아지면서 기존의 RCA cleaning을 기본으

로 하는 수용액의 무기계 혹은 유기 용매 등의 습식 반응액으

로는 더 이상 해결이 힘든 과제들이 등장하고 있는데, 대표적

인 예가 고 종횡비의 미세하고 약한 구조를 제작하고 최종 

건조 과정에서, 기존 습식 용매의 높은 표면장력이 모세관 부

압을 유발하여 패턴 붕괴 또는 접착을 일으키는 것이다. 본 

연구팀의 연구 결과에 의하면, 초임계 이산화탄소는 표면장

력이 0에 가까워 패턴 붕괴 없이 고 종횡비의 PR과 캔틸레버 

빔을 제조할 수 있는 성능을 가져다 주었다[16,17]. 
습식 포토레지스트(PR) 스트리핑은 오랜 역사에도 불구하

고 여전히 반도체 산업에서 가혹한 공정 조건, 오염물, 등 다

양한 문제에 직면해 있다[18-22]. 또한, 이러한 스트리핑 용액

은 환경적으로 위험한 독성 용제와 용매가 함유되어 있다. 기
본적인 저 유전율(low-k) 절연 재료에 손상을 주지 않고 PR을 

제거하는 방법은 PR 스트리핑 공정에서 매우 중요하다. 다공

성 C-SiO, 고분자 또는 불소 함유 물질은 금속 배선 사이가 

좁아짐에 따라 발생하는 결합 커패시턴스를 줄여줄 수 있는 

절연 유전체 층으로서 제안되어 왔다[23]. 그러나 비극성 특

성으로 인하여 잘 젖지 않는 C-SiO, O2 플라즈마 에싱에 의해 

손상되는 고분자 물질, 또한 기계적 강도가 낮은 다공성 물질 

또는 기판 내에 잔류하는 물/암모니아로 인해 유전 응답이 달

라지는 등 다양한 문제점을 갖는다[14]. 이러한 문제들을 발

생시키는 기존 반도체 공정에 비하여 초임계 이산화탄소 용

매 기술은 IC 유전체 처리의 미래를 위한 매력적이고 높은 

처리량의 플랫폼을 제공한다. 하지만 초임계 이산화탄소 시

스템의 높은 자본 비용, 이산화탄소의 PR 세정 능력, 오염 잔

류물 문제, 등에 대한 구체적인 사례 연구의 부족 및 연속 공

정에 대한 요구 사항은 여전히 초임계 이산화탄소 기술의 채

택에 장벽이 되고 있다. 
그동안 초임계 이산화탄소를 세정 및 건조 공정 이외의 다

양한 공정에 적용하고자 하는 노력의 일환으로, 초임계 이산

화탄소를 미세 패터닝 포토리소그래피 공정의 용매로 사용할 

수 있는 적합한 고분자 구조의 포토레지스트에 관한 실험 결

과가 보고된 바 있다[24,25]. 또한 초임계 이산화탄소를 이용

한 건식 포토리소그래피 공정을 통하여 미세 패턴을 가지는 

OLED 소자를 제작한 연구도 발표되었다[26]. 하지만 충분한 

용해도를 가지기 위해서는 포토레지스트의 구조나 반도체 패

터닝 조건에 특수한 디자인이 필요하다는 것이 실제 적용 관

점에서 한계성을 가진다. 따라서 기존의 반도체 공정을 유지

하면서 초임계 이산화탄소 시스템이 적용되어야 바람직하며 

이를 위해서는 초임계 이산화탄소/공용매 시스템이 보다 적

합한 형태라고 볼 수 있다.
본 논문에서는 초임계 이산화탄소와 공용매인 n-butyl acetate 

(n-BA)를 이용하여 미노광된 네거티브 포토레지스트를 효과

적으로 제거하는 연구를 진행하였다. 공용매 시스템의 조성을 

결정하기 위해 n-BA의 용해도 테스트를 진행하였고, 초임계 

이산화탄소/n-BA 공용매의 조성, 온도, 압력 등의 변수를 조

절하여 PR 제거 실험을 진행하여 최적의 미노광 PR 제거 조

건을 확립하였다. 또한, 미노광 PR의 두께변화를 관찰하여 초

임계 이산화탄소/n-BA 공용매의 선택적인 PR 제거 성능을 확

인하였다. 

2. 실험방법 

2.1. 약품 및 분석

실험에 사용된 순도 99.99% 이산화탄소는 임창가스에서 구

입하여 실험에 사용되었다. 공용매로 사용된 n-BA (>99%)는 

Sigma Aldrich에서 구입하였고 별도의 정제 없이 실험에 사용

되었다. 노광 및 미노광된 네거티브 포토레지스트 샘플은 기업

체로부터 제공받았고, 네거티브 포토레지스트가 스핀 코팅된 

실리콘 웨이퍼는 1 × 1 cm로 잘라서 실험에 사용하였다. 포토

레지스트의 두께 변화를 확인하기 위해 M-2000D ellipsometry 
(J. A. Woollam)을 이용하였고, J. A. Woollam에 의뢰하여 정확

한 포토레지스트 샘플의 cauchy기준 모델을 얻었다.

2.2. 포토레지스트 제거 실험

초임계 이산화탄소를 이용한 포토레지스트 제거를 위한 실

험 장비의 모식도는 Figure 1에 나타나 있다. 반응 용기의 내

부는 10 mL 부피를 가지며 고압, 고온 실험을 수행할 수 있도

록 제작되었다. 또한, 반응용기 상부에 고압용 사파이어 유리

를 장착하여 내부 상태를 실시간으로 관찰할 수 있게 하였다. 
반응 온도는 항온 수조를 이용하여 균일하게 조절하였다. 실
험 수행 시, 반응 용기 내부에 마그네틱 바와 정량의 n-BA를 

넣고 자체 제작한 샘플 홀더를 반응용기 내부에 배치한 후, 
그 위에 1 × 1 cm로 자른 포토레지스트 샘플을 비치하였다. 
그 후 반응기를 밀봉하고 초임계 이산화탄소를 주입하여 포
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Table 1. The solubility test of n-BA in scCO2 at various conditions
Exp. 
No.

Pressure 
(bar)

Temp.
(℃)

n-BA 
(wt%) Picture Exp. 

No.
Pressure

(bar)
Temp.
(℃)

n-BA 
(wt%) Picture

1 100 40 50 4 140 40 50

2 100 80 50 5 140 80 50

3 100 60 80 6 180 60 80

Figure 1. Schematic representation of the experimental set-up for photoresist stripping.

토레지스트 제거 실험을 진행하였다. 초임계 이산화탄소의 

주입은 ISCO 무맥동 실린지 펌프를 사용하여, 입력된 압력으

로 자체 유속계를 통해 일정한 유량으로 주입되었다. 반응이 

완료되면 배출 라인을 통해 초임계 이산화탄소와 n-BA를 반

응기에서 배출시킴과 동시에, 감압에 의한 액체상태의 n-BA
가 석출되어 반응기에 잔류하지 않도록 신선한 초임계 이산

화탄소를 반응기 내부로 흘려주어 초임계 상태가 유지되면서 

용기 내부로부터 배출되게 하였다.

3. 결과 및 고찰 

3.1. n-BA의 용해도 측정

압력과 온도에 따라 밀도와 용해도 특성이 크게 변화하는 

초임계 이산화탄소의 특성을 고려하여 온도, 압력 조건에서

의 이산화탄소 밀도를 이용하여 주입된 이산화탄소의 무게를 

이론적으로 계산하였다. 계산된 이산화탄소의 무게를 이용하

여 주입되는 n-BA의 양을 조절하였다. 실험의 조건과 반응기 

내부 초임계 용액 상태를 나타내는 사진은 Table 1에 도시되

어 있다. 
n-BA의 용해도 측정 실험 결과는 대부분의 조건에서는 균

일한 초임계 용액 상태를 이루어 매우 높은 용해도 특성을 

나타내었다. n-BA는 높은 휘발성, 약한 분자 간 상호작용 그

리고 낮은 극성 특징들로 인하여 매우 높은 초임계 이산화탄

소 용해도를 나타내는 것으로 예상된다. 하지만 100 bar, 80 ℃, 
50 wt%에서는 초임계 이산화탄소와 n-BA가 섞이지 못하고 층 

분리가 되는 것을 확인하였다(Table 1(2)). 이러한 현상은 임계

온도 이상일 때 두 균일 혼합물의 상이 분리되는 low critical 
solution temperature (LCST) 현상과 유사하다(Figure 2).
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Figure 3. The process of photoresist removal using n-BA wet stripping method.

Table 2. n-BA stripping conditions and result

Exp. No. Pressure
(bar)

Temp.
(℃)

n-BA 
Stripping 

(sec)

scCO2 
Rinse
(sec)

Thick-
ness
(nm)

1 
(unexposed ref.) - - - - 85

2 - RT 3 - 5
3 - RT 5 - 3.95
4 - RT 10 - 2.96
5 - RT 600 - 0
6 160 40 600 600 0
7

(exposed ref.) - - - - 68.7

8 - RT 600 - 64.5

Figure 4. Thickness change of unexposed and exposed photoresist 
by only scCO2 treatment.

 

Figure 2. Schematic pressure-temperature phase diagrams for binary 
mixtures of low molecular weight solvent with a low 
molecular weight solute [26].

초임계 이산화탄소는 압력이 높아지고 온도가 낮아질수록 

밀도가 높아져 용질에 대한 용해도도 같이 높아진다. 하지만 

상대적으로 낮은 압력, 높은 온도 조건에서는 초임계 이산화

탄소는 n-BA에 비해 훨씬 큰 체적 팽창을 나타내고, 결과적

으로 두 상이 섞이지 못하고 분리되는 큰 음의 엔트로피 혼합

을 유도하는 것으로 판단된다[26]. Hassan S. Ghaziaskar의 연

구 결과에서, 초임계 이산화탄소의 용해도 특성은 초임계 이

산화탄소의 밀도에 더 큰 영향을 받음을 시사하고 있으며, 본 

실험의 용해도 실험 결과를 뒷받침해주고 있다[27]. 100 bar 
이상의 압력에서는 80 ℃ 에서도 상 분리의 발생 없이 하나의 

상으로 잘 녹아 있는 것을 확인할 수 있었다.

3.2. 포토레지스트 제거

포토레지스트가 완전히 제거된 레퍼런스 시료를 제작하기 

위하여 n-BA 원액을 이용하여 도포된 포토레지스트를 완전

히 제거하는 실험을 진행하였다. 실험의 조건과 결과는 Table 
2에 정리되어 있다.

Table 2(2) 결과에서, n-BA원액을 사용하였을 때 반응 초반 

매우 빠른 속도로 미노광 포토레지스트가 제거되어 반응 3초 

후 단지 5 nm 두께의 포토레지스트가 웨이퍼 위에 존재하는 

것을 확인할 수 있었다. 하지만 급속한 포토레지스트의 박리 

이후 포토레지스트 제거 속도는 현저하게 감소하여 10분 이

상이 경과한 후 잔여 포토레지스트가 완전히 제거됨을 확인

할 수 있었다(Table 2(5)). 포토레지스트가 완전히 제거된 샘

플을 순수 초임계 이산화탄소에 10분간 방치하여 표면의 두

께 변화를 관찰하였을 때, 어떠한 변화도 발생하지 않음을 확

인할 수 있었다. 노광된 포토레지스트 샘플의 경우 10분 동안 

n-BA 원액에서 제거 공정을 진행하였고, 반응 전 후 약 4 nm의 

두께 변화를 나타내었다. 하지만 포토레지스트 샘플의 색이

나 빛의 반사 등의 물리적 변화는 관찰할 수 없었다. 
초임계 이산화탄소가 포토레지스트에 미치는 영향을 알아

보기 위해, 순수 초임계 이산화탄소만을 사용하여 포토레지스

트 층의 두께 변화를 확인하였다. 초임계 이산화탄소의 압력

은 100 ~ 200 bar 범위로 하였고 40 ℃에서 15분 간 교반시킨 

후 감암하여 포토레지스트의 두께를 측정하였다. 실험의 결

과는 Figure 4에 나타나 있다. 노광된 포토레지스트의 경우 평
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Figure 5. Thickness change of unexposed photoresist at different 
pressure and temperature. (70 wt% n-BA, reaction time 5 
min, scCO2 rinse 5 min).

Figure 6. Time dependent thickness change of unexposed photo-
resist at different n-BA concentration (140 bar, 40 ℃, 
scCO2 rinse 10 min).

Figure 7. Time dependent thickness change of unexposed photo-
resist at full stripping conditions. (160 bar, 40 ℃, 75 wt% 
n-BA, scCO2 rinse 10 min).

균 10 nm 정도의 두께 증가가 발생하였음을 알 수 있다. 뿐만 

아니라 노광된 포토레지스트 필름의 색이 부분적으로 변하는 

것을 확인할 수 있었다. 이것은 아마도 높은 확산력을 가지는 

초임계 이산화탄소가 국부적으로 완전히 노광되지 않은 포토

레지스트 부분으로 침투함으로서 포토레지스트 필름의 팽윤

을 약간 발생시킨 것으로 추측하였다. 미노광 포토레지스트

의 경우 가교되지 않은 고분자 사이로 초임계 이산화탄소의 

침투가 크게 발생하여 상당히 팽윤된 필름 두께 변화를 관찰

할 수 있었다. 초임계 이산화탄소의 침투로 인한 두께 변화로 

미노광 포토레지스트의 색이 완전히 변하였고, 원본 두께인 

85 nm에서 증가하여 104 ~ 124 nm까지 다양한 폭으로 증가된 

두께가 측정되었다. 미노광 포토레지스트의 팽윤이 불균일하

게 진행되기 때문에 측정과정에서 약간의 오차는 존재하지

만, 120 bar까지 팽윤에 의하여 두께가 증가하고, 압력이 더 

이상 상승함에 따라 팽윤된 미노광 포토레지스트 필름의 두

께가 점차적으로 감소함을 관찰할 수 있다. 이와 같은 현상은 

압력이 높아짐에 따라 초임계 이산화탄소의 밀도가 증가하여 

작지만 고분자의 용해도를 높이기 때문에 두께 감소가 발생

한다고 추측된다. 
초임계 이산화탄소/n-BA 공용매의 포토레지스트 제거 효과

를 확인하기 위해서 온도, 반응시간, n-BA의 농도에 따라 실

험을 진행하였다. 반응 온도에 따른 초임계 이산화탄소/n-BA 
공용매 효과는 Figure 5에 나타나 있다. 반응 온도가 높아짐에 

따라 미노광 포토레지스트의 제거속도가 저하된 것을 확인할 

수 있었다. 온도가 높아짐에 따라 초임계 이산화탄소의 밀도 

또한 낮아지기 때문에 미노광 포토레지스트 제거 효율이 감

소하는 것을 알 수 있다. 압력이 낮을수록 온도에 따른 초임

계 이산화탄소의 밀도 차이는 상대적으로 더 크기 때문에, 압
력이 가장 낮은 100 bar에서 가장 큰 두께 차이를 나타내는 

것을 확인할 수 있었다. 반면, 압력이 높아질수록 온도에 의

한 초임계이산화탄소 밀도 차이는 줄어들기 때문에, 잔여 미

노광 포토레지스트 두께의 차이가 점차적으로 줄어드는 경향

을 나타내는 것을 확인하였다.
n-BA의 농도와 제거반응 시간에 따른 미노광 포토레지스

의 두께변화는 Figure 6에 나타나 있다. n-BA의 농도는 초임

계 이산화탄소 무게 대비 환산값인 66와 72 wt%에 대하여 

비교하였다. 동일한 시간 조건에서는 항상 n-BA의 농도가 높

을수록 미노광 포토레지스트가 더 많이 제거되었다. 10분 이

상의 제거 반응에서는 의미 있는 두께의 변화를 관찰하지 못

하였기 때문에 미노광 포토레지스트 제거 시간은 최대 10분
으로 고정하였다. 미노광 포토레지스트를 완전히 제거하는 조

건을 찾기 위해 압력을 160 bar 이상으로 설정하였고, n-BA의 

농도를 75 wt%로 고정하여 실험을 진행하였다. 
Figure 7은 160 bar 75 wt% n-BA 농도에서 미노광 포토레

지스트의 제거 반응 시간에 따른 잔여 두께 변화를 볼 수 있
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Figure 8. Thickness change of exposed photoresist at unexposed 
photoresist full-stripping conditions. (40 ℃, 75 wt% nBA, 
reaction time 10 min, scCO2, rinse 10 min).

다. 반응 초반에 급격하게 미노광 포토레지스트가 제거되어 

3분의 제거 반응시간 이후 약 11.8 nm의 잔여 포토레지스트 

두께가 측정되었다. 10 분의 제거 반응시간 이후 미노광 포토

레지스트가 완전히 제거되어 잔여 두께가 측정되지 않음을 

확인할 수 있었다. 전반적으로 실리콘 웨이퍼의 표면 또한 매

우 깨끗하였고, 균일하게 미노광 포토레지스트가 제거된 것

을 확인할 수 있었다. 160 bar 보다 더 높은 압력 조건에서 

진행된 실험 또한 제거 반응시간 10분 이후 잔여 포토레지스

트의 두께가 측정되지 않았다.
초임계 이산화탄소/n-BA 공용매의 노광 여부의 선택성을 

확인하기 위하여 미노광 포토레지스트가 완전히 제거되는 조

건에서 노광 포토레지스트의 두께 변화를 관찰하였다. Figure 
8 에는 각각의 조건별 노광 포토레지스트의 두께 변화 그래

프와 샘플의 사진이 나와 있다. 160, 180, 200 bar 압력조건에

서 노광 포토레지스트 두께는 각각 65.9, 66.9, 66.5 nm로 측

정되었다. 네가티브 포토레지스트는 노광 이후 가교 결합을 

형성하기 때문에, 초임계 이산화탄소의 침투가 어려워지고, 
화학적 안정성이 향상된다. 따라서 미노광 포토레지스트의 

완전 제거 조건에서도 노광 포토레지스트는 매우 안정적으로 

존재하였다. 이와 같은 결과는 네거티브 포토레지스트를 사

용한 패터닝 공정에서 초임계 이산화탄소/n-BA 공용매 시스

템이 매우 높은 선택성을 제공함을 나타낸다. 

4. 결 론

본 연구에서는 초임계 이산화탄소/n-BA 공용매 시스템을 

이용하여 네거티브 포토레지스트를 제거하는 실험을 진행하

였다. n-BA는 60 ℃ 이하의 온도에서 초임계 이산화탄소와 매

우 잘 섞임을 확인할 수 있었고, 상대적으로 낮은 밀도의 초

임계 조건인 100 bar, 80 ℃에서는 50 wt% n-BA 농도 조건에

서도 상분리가 발생함을 확인할 수 있었다. 미노광 포토레지

스트 경우, 160 bar, 40 ℃, 반응 시간 10분, nBA 농도 75 wt% 

이상의 조건에서 완전히 제거되는 것을 확인할 수 있었다. 노
광 포토레지스트의 경우 초임계 이산화탄소와 n-BA에 매우 

높은 안정성을 나타내었다. 또한, 초임계 이산화탄소/n-BA 공
용매 시스템은 초임계 이산화탄소만을 사용하였을 때 발생하

는 노광 포토레지스트 필름의 팽윤을 방지할 수 있음을 확인

할 수 있었다. 노광된 포토레지스트와 미노광 포토레스트 사

이의 높은 선택성을 나타낼 뿐만 아니라 추가적인 초임계 린

스를 통하여 잔여 n-BA를 효과적으로 제거할 수 있다. 본 연

구의 결과로 현재 반도체의 세정 및 건조 용도로만 사용되는 

초임계 기술이 초미세 반도체 패터닝 공정에서도 적용될 수 

있음을 확인할 수 있었다. 뿐만 아니라 기존의 습식공정을 대

체하여 용매의 사용을 줄이고, 재활용 가능한 이산화탄소의 

장점을 통하여 반도체 공정에서 발생하는 환경오염 물질의 

사용 및 배출을 감소시켜 친환경적인 반도체 공정을 구축 할 

수 있을 것으로 기대된다.
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